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Induktivität (inductance, inductivity, inductive reactance) 
definiert als Proportionalitätsfaktor zwischen verkettetem Fluß  = N und Strom i: N = L i 
 
       L 
Schaltzeichen                  Einheit Henry 1 H = 1Vs/A 

 i(t)    
       u(t)                           

 
Ursache:                    Wirkung: 

bewegte Ladung, Stromfluß          magnetisches Feld, Kraftwirkung, Spannungsinduktion 
i, I  Durchflutung  magnetische Feldstärke H magnetische Flußdichte B  magnetischer Fluß  

Beschreibungsgrößen, Berechnung:     
(früher magnetische Induktion)

 

  N IEinheit A     
 H ds

Weg( )

 A/m      
 
B Hr   0  T        
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
 
B dA

Quer
schnitt
(

)

Wb 

                  H 
 
0 = 0,410-6 H/m 
r   relative Permeabilität (ferromagnetisch: r 1) 
Tesla: 1T = 1Vs/m2,  Weber: 1Wb = 1 Vs 
(Vergleich Berechnung magnetischer Felder) 

H ~ i ;  B ~ u dt                 Induktionsgesetz    u N d
dt

 


 

Energie     W Li 
1

2
2 , W ~  u dt

2
         Lorentzkraft     

F I l x B   

                     :        
F Q v x B   

 
 
     i           magnetischer Kreis 
magnetisches Feld eines Leiters     berechnen, ermitteln aus der Vorgabe B oder  
(rechte Handregel)         H aus der Magnetisierungskennlinie bzw. im Luftspalt H = B/0 

              (V = magnetischer Spannungsabfall)         
              V = Hl ( l = Wegabschnitte mit H = konst) 
 

elektrisches Verhalten u,i = f( t ) u L di
dt

            

                    technische Induktivität 
Liniendiagramm (bei Vorgabe von +U0 und -di/dt)    L = ALN2 AL =bezogener Induktivitätswert 
                    in nH nach Datenblattangabe des Kerns (core) 
 

          i ~ u dt  

           
 
 
 
 
 
Anwendung von Induktivitäten:  Begrenzung des Stromanstiegs (di/dt) 
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AFe Eisenquerschnittsfläche 
lm= Dm mittlere Feldlinienlänge 
Näherung  
für eine Induktivität mit Luftspalt: 
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 Glättung der Stromwelligkeit 

 Energiespeicherung 
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Verlust- und Frequenzverhalten der technischen Induktivität 
Ersatzschaltbilder 

 
 
 
 
 
 
L = ideale Induktivität; R = Verlustwiderstand; C = parasitäre Kapazität 
 
R beschreibt: 
 Kupferverlust (Wicklungsverlust) (RCu) P I RCu Cu 2  
 Eisenverlust als Ummagnetisierungsverlust und Wirbelstromverlust (RFe) 

Reduktion der Kupferverluste: 
 größerer Querschnitt 
 Verwendung von Kupferlitze zur Reduktion von Stromverdrängungseffekten und Skineffekt  
 
Hystereseschleife:  Ummagnetisierungsverlust ~ Schleifenfläche 
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Reduktion durch Erhöhung des ohmschen Eisenwiderstandes 
 Isolierte Bleche schichten 
 Ferrit verwenden 

 
Verlustbeschreibung, abhängig vom Kernmaterial, Leiterquerschnitt und Art des Leiters (HF-Litze) 
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Richtwerte der Güte Q für  
Material N 28 (AL = 100 nH) 
 
Temperatureinfluß 

 L L TW k   1      Temperaturkoeffizient Material 

Oberhalb der Curie-Temperatur wird ferromagnetisches 
Material paramagnetisch, d.h. r   1 

HF-Litze 
Volldraht 


